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STRUCTURA DE MEMORIE OPTOELECTRICA CU POARTA

FLOTANTA, DIN NANOCRISTALE DE GERMANIU,
S| PROCEDEU DE REALIZARE A ACESTEIA

(57) Rezumat:

Inventia se refera la o structura de memorie opto-
electronica, de tip capacitor cu poarta flotanta, din
nanocristale de Ge, pentru detectarea si stocarea
informatiei prin pulsuri electrice si optice, sila procedeul
de realizare a acesteia. Structura propusa este de tip
metal-oxid-semiconductor, in care oxidul folosit este
HfO,, iar electrodul metalic de poarta este inlocuit cu un
electrod de oxid transparent si conductor (TCO).
Conform inventiei, structura de capacitor cu memorie
optoelectronica are in componenta urmatoarele straturi
depuse pe plachete de Si: TCO/oxid de control
HfO,/poarta flotanta din nanocristale de Ge in HfO,/oxid
tunel din HfO,/Si substrat. Procedeul de realizare
conform inventiei consta in depunerea de straturi prin
pulverizare magnetron si tratamente termice ulterioare,
pentru formarea de nanocristale de Ge, si imbunatati-
rea proprietatilor TCO. Structura conform inventiei pre-
zinta, in domeniul de energii de iluminare VIS-NIR de
pana la 1 mJ, sensibilitate de ordinul 110 mV/mJ.
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